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keV と 3MeV の Cu イオンを照射条件として設定した。前者は，Sn が支配的であり（Sn（60keV）/Sn（3MeV） = 
12），後者は Se が支配的（Se（3MeV）/Se（60keV）= 6.3）な条件となる。歪み場は微小ビッカース硬度計で印可し，
ナノ押し込み試験機で応力歪み特性を評価して理論と併せて歪み場分布を解析した
試料は，非晶質 SiO2 と結晶 SiO2 を用い，微小押し込み応力の印可は，破壊応力以下の 100mN に設定した。
これにより，半球型の塑性変形分布で，歪みが良く定義され効果的に蓄積される状態を作ることができた。
非晶質 SiO2 と結晶 SiO2 の歪み場は対照的であり，前者は歪みミスフィットが 0.21 であるのに対し，後者で
はミスフィット 0.08 と小さくなる。これらの試料に対して，60keV と 3MeV の Cu イオン照射を，種々条件
を変化させて行い，AFM，TEM，光学吸収等により表面形態，ナノ構造，析出状態等を評価した。




断面 TEM 観察により，歪み場の境界面に沿って，幅 30-40nm，深さ 180nm 以上に，成長することも示した。









ると説明される。さらに，結晶 SiO2 も 60keV の場合とは全く異なり，歪み場領域に対応して，ナノサイズ







果を示す 2 種のエネルギーのイオンを用い，かつ非晶質と結晶 SiO2 を比較して用いて，系統的に調べ，多
様なナノ構造の形成過程を明らかにしたものである。この研究結果は，イオン照射過程と歪み場との結合効
－ 76 －
果の存在を系統的に明らかにしたことになり，基礎研究として大きな意義がある。また，自己組織化による
ナノ構造形成に加えて，ナノサイズの界面導入により，能動的な「誘導力」を付与し，ナノ構造の位置制御
を行い得ることを示したことは，新しいナノ構造の作製・制御法につながるもの期待される。
同人の見出した，イオン照射と歪み場の相互作用によるナノグループ形成等の自己組織化過程，あるいは
ナノ粒子析出促進効果等は，適切に論文にまとめている。また，質問に対する返答も概ね適切であり，学力
に関しても問題ないと判断された。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
